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１．概要（Summary） 

透明・安価・無毒な ZnO は酸化物の中で比較的高い

熱電出力因子をもち、透明な熱電材料として期待される。

これまで、薄膜化による熱伝導率の低減が実現されてき

た。特に、多結晶界面におけるフォノン散乱誘起により、

更なる熱伝導率低減が期待できる。しかし、ZnO 薄膜結

晶界面の電気特性、熱伝導率への影響に関して詳細な

調査は行われていない。そこで、様々な成長条件で多結

晶 ZnO 薄膜を成長し、その表面状態や電気特性、熱伝

導率への影響を明らかにすることを目的とする。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 EB蒸着装置 

【実験方法】 

Pulsed laser deposition法を用いてSiO2基板上に多

結晶 ZnO 薄膜を形成した。基板温度 400ºC、酸素分圧

1.0 Pa の条件で固定し、成膜レートをそれぞれ 1.0 

nm/min、2.0 nm/minとした時の ZnO薄膜をそれぞれ、

sample A, sample B とする。電気特性評価用のオーミッ

ク電極作製のため、薄膜上に、EB 蒸着法を用いて薄膜

表面に Al電極を形成した。電気伝導率評価は、van der 

Pauw法によって行われた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figures 1(a)と(b)は、それぞれ、sample A, sample B

の表面 SEM像である。sample Aでは粒径 50~100 nm

のドメインが形成されているのに対し、sample Bではワイ

ヤ状に成長していることが確認される。形成した ZnO 薄

膜上に EB 蒸着法で Al 電極を形成し、電気伝導率を測

定したところ、sample A、sample Bの電気伝導率はそれ

ぞれ 0.11 S/cm、4.67 S/cmであった(Figure 1(c))。この

電気特性の違いは配向性などの結晶性由来の可能性が

ある。今後、基板温度・酸素分圧の調整を行い、結晶性と

電気特性の相関を探求していく。 

 

Figure 1 (a, b) Plane-view SEM images of sample A 

(a) and B (b). (c) Electrical conductivities of sample 

A and B. 
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